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(57)【要約】
【課題】ダイシング・ダイボンディングフィルム及びダ
イシング方法を提供する。
【解決手段】本発明は、ダイシング工程時にバリの発生
及びこれによるダイの汚染を抑制しながらも、付着性、
ギャップ充填性及びピックアップ性のような半導体パッ
ケージ工程における優れた作業性と信頼性を保持するこ
とができるダイシング・ダイボンディングフィルム及び
ダイシング方法に関する。具体的に、本発明ではダイシ
ング・ダイボンディングフィルムの引張り特性を最適化
するか、又はダイシング時にダイボンディングフィルム
の一部までダイシングを行って、エキスパンド工程を通
して分離することを特徴とする。これにより、本発明で
はダイシング工程時にバリの発生及びダイ汚染を抑制し
ながらも、付着性、ピックアップ性及びギャップ充填性
が極大化することができるように、フィルムの物性を調
節でき、半導体パッケージ工程の優れた作業性及び信頼
性を保持することができる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ダイシングフィルム；
　前記ダイシングフィルム上に形成され、２５℃での引張り弾性率が１０～２，０００Ｍ
Ｐａであるダイボンディングフィルムを含むダイシング・ダイボンディングフィルム。
【請求項２】
　前記ダイシングフィルムの延伸率は、１００～２，０００％であることを特徴とする請
求項１に記載のダイシング・ダイボンディングフィルム。
【請求項３】
　前記ダイシングフィルムの延伸率が、５００～１，５００％であることを特徴とする請
求項２に記載のダイシング・ダイボンディングフィルム。
【請求項４】
　基材フィルムと前記基材フィルム上に形成された粘着層を含むダイシングフィルム；及
び前記ダイシングフィルム上に形成されたダイボンディングフィルムを含むダイシング・
ダイボンディングフィルムを用いてダイシングを行う方法であって、
　前記ダイボンディングフィルム上にウエハーを付着する第１工程；
　前記ダイボンディングフィルムが完全に切断されない深さまでダイシングを行う第２工
程；及び
　前記ダイシング・ダイボンディングフィルムをエキスパンドし、前記ダイボンディング
フィルムを完全に分離させる第３工程を含むことを特徴とするダイシング方法。
【請求項５】
　請求項１～３のいずれか１項に記載のダイシング・ダイボンディングフィルムを用いる
ことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記第２工程でのダイシングを、前記ダイボンディングフィルムの厚さの５０～９９％
の水準まで行うことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記第２工程でのダイシングを、前記ダイボンディングフィルムの厚さの７５～９５％
の水準まで行うことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　前記第３工程のエキスパンドの強さを、前記ダイシングフィルムの基材フィルムの降伏
強さの６０～９０％に調節することを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項９】
　前記第３工程のエキスパンドの比率を、前記ダイシングフィルムの基材フィルムの降伏
伸び以上に制御することを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第３工程のエキスパンドの比率を、前記ダイシングフィルムの基材フィルムの引張
り曲線で降伏点以降、引張強度が再び増加し始める地点の引張り変形率以下に調節するこ
とを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　ポリオレフィンフィルムと前記ポリオレフィンフィルム上に形成された粘着層を含むダ
イシングフィルム；及び前記ダイシングフィルム上に形成されたダイボンディングフィル
ムとを含むダイシング・ダイボンディングフィルムを用いてダイシングを行う方法であっ
て、
　前記ダイボンディングフィルム上にウエハーを付着する第１工程；
　前記ダイボンディングフィルムが完全に切断されない深さまでウエハーダイシングを行
う第２工程；及び
　前記ダイシング・ダイボンディングフィルムをエキスパンドし、ダイボンディングフィ
ルムを完全に分離させる第３工程と、を含むことを特徴とするダイシング方法。
【請求項１２】
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　前記第３工程のエキスパンドの強さが、６００～１，３５０ｇｆであることを特徴とす
る請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第３工程のエキスパンドの比率が、８～３０％であることを特徴とする請求項１１
に記載の方法。
【請求項１４】
　（１）請求項４又は請求項１１に記載のダイシング方法を行って製作された半導体チッ
プをピックアップする工程；
　（２）前記ピックアップ半導体チップを半導体用基板にボンディングする工程；
　（３）前記半導体チップと半導体用基板を電気的接続手段で連結する工程；及び
　（４）製造されたパッケージを封止材でモルディングする工程と、を含む半導体パッケ
ージ方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ダイシング工程時のバリの発生及びこれによるダイの汚染を抑制しながらも
、付着性、ギャップ充填性及びピックアップ性のような半導体パッケージ工程における優
れた作業性及び信頼性を保持することができるダイシング・ダイボンディングフィルム及
びダイシング方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、半導体チップの製造工程は、ウエハーに微細なパターンを形成する工程及び
最終装置の規格に合うようにウエハーを研磨し、パッケージする工程を含む。
【０００３】
　前記パッケージ工程は、半導体チップの不良を検査するウエハー検査工程；ウエハーを
切断し、それぞれのチップに分離するダイシング工程；分離されたチップを回路フィルム
又はリードフレームの搭載板に付着させるダイボンディング工程；半導体チップ上に備え
られたチップパッドと回路フィルム又はリードフレームの回路パターンをワイヤーのよう
な電気的接続手段で連結するワイヤーボンディング工程；半導体チップの内部回路とその
他の部品を保護するために封止材で外部を囲むモルディング工程；リードとリードとを連
結しているダムバーを切断するトリミング工程；リードを所望の形態に曲げるフォーミン
グ工程；及び完成されたパッケージの不良を検査する完成品検査工程；などを含む。
【０００４】
　一方、前記ダイシング工程時には、ダイヤモンドホイール等でウエハーを所定の厚さで
カットする。この時、ウエハーを固定するためにパターンが形成されていないウエハーの
裏面に、ダイシング・ダイボンディング用接着フィルムを適切な温度条件で接着する。し
かし、前記条件下でダイシング工程が進む場合、過度の圧力又は機械的衝撃が印加され、
ウエハー損傷によるチッピング及びパターンを汚染しうるバリ（Ｂｕｒｒ）が発生する。
最近、パッケージサイズが小さくなりながら、ウエハーの厚さが薄くなり、生産効率増大
のためにダイシング条件が一層厳しくなり、前記のような問題の発生頻度が増加している
。特に、バリの場合、従来には問題にならなかった水準のバリがウエハーの厚さが薄くな
りながら、ダイ上に上がってくる頻度が多くなり、パターンを汚染させ、不良発生を起こ
している。
【０００５】
　このようなバリを減らすための従来の技術は、ダイシングフィルムとダイボンディング
フィルムの物性を調節する方法が大部分であった。しかし、バリを減らすために、前記フ
ィルムの物性を変更することによって、ダイボンディング工程やダイシング工程等で信頼
性のような物性に相対的な制限があった。
【０００６】
　特許文献１は、裏面研削（ｂａｃｋ　ｇｒｉｎｄ）を行わずに、ダイシング時に、ウエ
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ハー破片が飛散することを防止できる技術であり、ウエハーの部位別にダイシング深さを
制御し、また特定部位ではダイシングブレードの高さを徐々に変更（上昇）させながら、
ダイシングを行う方法を開示している。
【０００７】
　しかし、前記先行文献に開示された方法では、従来の一般的なダイシング方法と同様に
、ダイシングフィルムの基材フィルムまでダイシングを行っている。この場合、バリの主
要成分となるダイボンディングフィルムが完全に切断された状態で、エキスパンド及びピ
ックアップ工程が行われるようなり、この時、相対的に密着力の弱いダイボンディングフ
ィルムのバリがダイ上に飛散し、ダイの汚染を引き起こすという問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】日本特許公開公報第２００７－１９４７８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、前述した従来技術を考慮してなされたものであり、ダイシング工程時にバリ
の発生やダイ汚染を抑制しながらも、付着性、ギャップ充填性及びピックアップ性のよう
な半導体パッケージ工程における優れた作業性と信頼性を保持することができるダイシン
グ・ダイボンディングフィルム及びダイシング方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明では、前記課題を解決するための手段として、
　ダイシングフィルム；及び前記ダイシングフィルム上に形成され、２５℃での引張り弾
性率が１０～２，０００ＭＰａであるダイボンディングフィルムを含むダイシング・ダイ
ボンディングフィルムを提供する。
【００１１】
　前記本発明のダイシング・ダイボンディングフィルムでは、ダイシングフィルムの延伸
率が１００～２，０００％の範囲であることが好ましく、５００～１，５００％の範囲で
あることがより好ましい。
【００１２】
　また、本発明は、前記課題を解決するための他の手段として、基材フィルムと前記基材
フィルム上に形成された粘着層を含むダイシングフィルム；及び前記ダイシングフィルム
上に形成されたダイボンディングフィルムを含むダイシング・ダイボンディングフィルム
を用いてダイシングを行う方法であって、
　前記ダイボンディングフィルム上にウエハーを付着する第１工程と、ダイボンディング
フィルムが完全に切断されない深さまでダイシングを行う第２工程と、ダイシング・ダイ
ボンディングフィルムをエキスパンドし、ダイボンディングフィルムを完全に分離させる
第３工程と、を含むダイシング方法を提供する。
【００１３】
　本発明のダイシング方法は、前述した本発明のダイシング・ダイボンディングフィルム
を用いて行うのが好ましい。
【００１４】
　また、本発明のダイシング方法の第２工程でのダイシングは、ダイボンディングフィル
ムの厚さの５０～９９％の水準まで行われることが好ましく、７５～９５％の水準までお
こなわれることがより好ましい。
【００１５】
　また、本発明のダイシング方法の第３工程で、エキスパンドの強さは前記ダイシングフ
ィルムの基材フィルムの降伏強さ（Ｙｉｅｌｄ　ｓｔｒｅｎｇｔｈ）の６０～９０％の水
準であることが好ましい。
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【００１６】
　本発明のダイシング方法のエキスパンド工程は、エキスパンドの比率を前記ダイシング
フィルムの基材フィルムの降伏伸び（Ｙｉｅｌｄ　ｅｌｏｎｇａｔｉｏｎ）以上に制御す
ることが好ましく、前記エキスパンドの比率をダイシングフィルムの基材フィルムの引張
り曲線で降伏点以降、引張強度が再び増加し始める地点の引張り変形率以下に調節するこ
とが好ましい。
【００１７】
　また、本発明は前記課題を解決するためのさらに別の手段として、ポリオレフィンフィ
ルムと前記ポリオレフィンフィルム上に形成された粘着層を含むダイシングフィルムと、
前記ダイシングフィルム上に形成されたダイボンディングフィルムとを含むダイシング・
ダイボンディングフィルムを用いてダイシングを行う方法であって、
　前記ダイボンディングフィルム上にウエハーを付着する第１工程と、前記ダイボンディ
ングフィルムが完全に切断されない深さまでウエハーダイシングを行う第２工程と、ダイ
シング・ダイボンディングフィルムをエキスパンドし、ダイボンディングフィルムを完全
に分離させる第３工程と、を含むことを特徴とするダイシング方法を提供する。
【００１８】
　前記ダイシング方法では、第３工程のエキスパンドの強さが６００～１３５０ｇｆであ
ることが好ましい。
【００１９】
　また、前記ダイシング方法では、第３工程のエキスパンドの比率が８～３０％であるこ
とが好ましい。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明のダイシング・ダイボンディングフィルム及びダイシング方法によると、ダイシ
ング工程時にバリ（ｂｕｒｒ）の発生を抑制しながらも、特別な制限なしに、付着性、ピ
ックアップ性及びギャップ充填性が極大化することができるようにフィルムの物性を調節
することができ、これにより、半導体パッケージ工程における優れた作業性及び信頼性を
保持することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一態様に係るダイシングフィルム上にダイボンディングフィルムが積層
された接着フィルムを示す図である。
【図２】図１の接着フィルム上にウエハーが付着された状態を示す図である。
【図３】本発明の一態様に係るダイシング方法でダイシングブレードがダイボンディング
フィルムを一部切断した状態を示す模式図である。
【図４】図３の一部切断後の断面図である。
【図５】図４において、ダイボンディングフィルムとウエハーの部分を拡大した断面図で
ある。
【図６】一部切断されたフィルムをエキスパンドし、ダイボンディングフィルムが完全に
分離された状態を示す模式図である。
【図７】ポリオレフィンフィルムの引張り曲線を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明は、ダイシングフィルムと、前記ダイシングフィルム上に形成され、２５℃での
引張り弾性率（ｔｅｎｓｉｌｅ　ｍｏｄｕｌｕｓ）が１０～２，０００ＭＰａであるダイ
ボンディングフィルムと、を含むダイシング・ダイボンディングフィルムに関するもので
ある。
【００２３】
　本発明では、ダイシング・ダイボンディングフィルムの引張り特性を最適化したことを
特徴とする。前記で「引張り特性」は、試片（例えば、ダイボンディングフィルム等）の
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両端を固定した後、軸方向に応力を加え、破壊に達する時までの応力と歪曲曲線の関係（
引張り曲線）で示される試片の特性を意味する。本発明のダイシング・ダイボンディング
フィルムによると、付着性、ギャップ充填性及びピックアップ性のような半導体パッケー
ジ工程における優れた作業性及び信頼性を保持することができる。本発明のダイシング・
ダイボンディングフィルムは、特に後記する本発明のダイシング方法で効率的に用いるこ
とができる。
【００２４】
　以下、本発明のダイシング・ダイボンディングフィルムを詳細に説明する。
【００２５】
　本発明では、ダイボンディングフィルムの２５℃での引張り弾性率を１０～２，０００
ＭＰａの範囲に調節したことを特徴とする。この時、引張り弾性率は２５℃の温度で、１
２．８ｍｍ／分の引張り速度でフィルムに引張り試験を行った時の数値である。具体的に
、本発明では、フィルム製造時のコーティング方向を長手方向とし、５０ｍｍ×１０ｍｍ
（長さ×幅）の大きさにフィルムを裁断し、試片を製造した後、前記試片を長手方向に２
５ｍｍだけが残るようにテーピングした後、前記部分を握って、１２．８ｍｍ／分の速度
で引張りながら、引張り弾性率を測定した。このように、測定された弾性率が１０ＭＰａ
未満であると、後記するダイシング方法のエキスパンド工程でフィルムの切断がきれいに
行われず、ピックアップ工程が円滑でない恐れがあり、２，０００ＭＰａを越えると、破
断時にフィルム粉が多量発生し、ダイのパターンが汚染される恐れがある。
【００２６】
　本発明では、前記のように、ダイボンディングフィルムの引張り弾性率を調節したこと
を特徴とし、必要に応じて、ダイシングフィルムの引張り特性をさらに制御することがで
きる。具体的に、本発明では、ダイシングフィルムの延伸率を１００～２，０００％に制
御することが好ましく、５００～１，５００％に制御することがより好ましい。この時、
延伸率は２５℃の温度で、３００ｍｍ／分の引張り速度でフィルムに引張り試験を行った
時の数値である。このような延伸率を測定する具体的な方法は、引張り速度などを除いて
は、前記ダイボンディングフィルムの引張り弾性率の測定方法と類似している。前記延伸
率が１００％未満であると、後記するダイシング方法のエキスパンド工程でフィルムが容
易に破れる恐れがあり、２，０００％を超えると、フィルムが全体的に弛む恐れがある。
【００２７】
　本発明では、ダイシングフィルム及び／又はダイボンディングフィルムの引張り特性を
前記の通りに調節することによって、ダイシング工程時のバリの発生及びダイ汚染を抑制
でき、特に前記フィルムを後記する本発明のダイシング方法に適用したとき、効果を極大
化することができる。
【００２８】
　前記のような本発明のダイシング・ダイボンディングフィルムを構成する素材及びその
製造方法は特に限定されなく、この分野の平均的技術者は特別な困難なしに、本発明のフ
ィルムを自由に具現できる。例えば、本発明のダイシング・ダイボンディングフィルムは
、
　樹脂組成物を溶剤に溶解又は分散させて樹脂ワニスを製造する第１工程と、
　前記樹脂ワニスを基材フィルムに塗布する第２工程と、
　前記樹脂ワニスが塗布された基材フィルムを加熱し、溶剤を除去する第３工程と、を含
む方法を介して、ダイボンディングフィルム及びダイシングフィルムをそれぞれ製造した
後、これを積層することによって製造することができる。
【００２９】
　前記で第１工程は、樹脂組成物を用いて樹脂ワニスを製造する工程である。この時、樹
脂組成物を構成する材料は特に制限されなく、この分野で通常用いられるものを制限なく
適用することができる。例えば、ダイシングフィルムの粘着層の材料としては、室温での
粘着が可能であり、凝集力及び弾性率の高いアクリル系樹脂のような高分子量の熱可塑性
樹脂が挙げられる。一般的にダイシングフィルムの粘着層は加工されるウエハーの厚さ及
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び用途に応じて、ＵＶ型又は非ＵＶ型（例えば、熱硬化型）を使用し、前記それぞれはＵ
Ｖ硬化型粘着剤又は熱硬化型粘着剤などを使用することによって製造され得る。この時、
ＵＶ型の場合、ＵＶ照射などを通して粘着剤の凝集力を高めて粘着力を低下させ、非ＵＶ
型（例えば、熱硬化型）の場合、熱などを加えて粘着力を低下させる。このようなＵＶ型
と非ＵＶ型によってダイシング工程後、ダイシングされたウエハー断片をピックアップす
る時、剥離力で差が発生することになり、非ＵＶ型の場合、ＵＶ型の場合に比べて相対的
に粘着力が高く、ウエハーが薄い場合には、ピックアップ時不良が発生する恐れが高い。
従って、最近、ウエハーの厚さが薄くなり、粘着力の低いＵＶ型のダイシングフィルムが
主に使われており、本発明の場合にもＵＶ型粘着剤を使用することが好ましいが、これに
制限されるものではない。
【００３０】
　ダイボンディングフィルムの接着層には、フィルムの弾性率及び初期接着特性の観点で
熱可塑性高分子量樹脂を用いるか、又は高温接着力及び耐熱性の観点で熱硬化性樹脂を用
いることができる。接着層に用いられる代表的な組成物の例は、多官能エポキシ樹脂、硬
化剤及び熱可塑性樹脂を含む組成物が挙げられる。前記で硬化剤としてはフェノール樹脂
を用いることが好ましく、高温耐湿性の観点でＰＣＴ（Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｃｏｏｋｅｒ
　Ｔｅｓｔ）（１２１℃／１００％／２ａｔｍ）４８時間処理時、吸湿率が２．０重量％
以下のものを用いることが好ましい。また、前記熱可塑性樹脂としては、グリシジル基、
ヒドロキシ基、カルボキシ基及び／又はニトリル基のような官能基を有する化合物、例え
ば、グリシジル（メタ）アクリラート、ヒドロキシ（メタ）アクリラート及び／又はカル
ボキシル（メタ）アクリラートのような単量体を含むアクリル系樹脂が挙げられる。前記
それぞれの材料は、本発明で用いることができる一例を挙げたが、本発明のフィルム製造
時には前記材料は制限されなく、この分野の通常の材料が制限なく用いることができる。
【００３１】
　前記ワニス化の溶剤は、通例的にメチルエチルケトン（ＭＥＫ）、アセトン、トルエン
、ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）、メチルセロソルブ（ＭＣＳ）、テトラヒドロフラン
（ＴＨＦ）及びＮ－メチルピロリドン（ＮＭＰ）よりなる群から選択された一つ以上が用
いられる。
【００３２】
　前記第１工程では、工程時間の短縮、又はフィルム内の分散性の向上のために充填剤を
用いることができる。使用できる充填剤の例は、ボールミル（ｂａｌｌ　ｍｉｌｌ）、ビ
ーズミル（ｂｅａｄ　ｍｉｌｌ）、３本ロール又は高速分散機の単独又は前記中の２種以
上が組み合わせられたものが挙げられる。ボール又はビーズの材質としては、ガラス、ア
ルミナ、又はジルコニウムなどが挙げられ、粒子の分散性側面でジルコニウム材質のボー
ル又はビーズが特に好ましい。
【００３３】
　前記第２工程は、製造された樹脂ワニスを基材フィルムに塗布する工程である。前記基
材フィルムに樹脂ワニスを塗布する方法は特に制限されなく、例えば、ナイフコート、ロ
ールコート、スプレーコート、グラビアコート、カーテンコート、コンマコート及び／又
はリップコート法のようにこの分野で通常的に知らされた方法を使用することができる。
前記工程で使われる基材フィルムも特に制限されなく、例えば、ポリエチレンフィルム、
ポリプロピレンフィルム、ポリテトラフルオロエチレンフィルム、ポリエチレンテレフタ
レートフィルム、ポリウレタンフィルム、エチレン酢酸ビニルフィルム、エチレン－プロ
ピレン共重合体フィルム、エチレン－アクリル酸エチル共重合体フィルム、エチル共重合
体フィルム又はエチレン－アクリル酸メチル共重合体フィルムなどとのようなこの分野の
通常の材料を制限なく使用することができる。また、前記基材フィルムは必要に応じて、
プライマー塗布、コロナ処理、エッチング処理又はＵＶ処理などの表面処理が行われてい
てもよく、紫外線照射による硬化のために優れた光透過性を有するものを選択することが
できる。
【００３４】
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　前記第３工程は、塗布された基材フィルムを加熱して溶剤を除去する工程であり、この
時、加熱は７０～２５０℃の温度で、５分～２０分間行うことが好ましいが、これに制限
されるものではない。
【００３５】
　前記のような方法でダイシングフィルム及びダイボンディングフィルムを製造した後、
これを積層し、ダイシング・ダイボンディングフィルムを製造する。この時には、製造さ
れたダイシングフィルム及びダイボンディングフィルムは、熱ロールラミネート又は積層
プレスなどの方法で積層される。連続工程の可能性及び効率側面で熱ロールラミネート方
法が特に好ましく、前記方法は１０～１００℃の温度及び０．１～１０ｋｇｆ／ｃｍ２の
圧力条件で行われるのが好ましいが、これに制限されない。
【００３６】
　また、本発明は、図１に示されるように、基材フィルム及び前記基材フィルム上に形成
された粘着層を含むダイシングフィルム１と、前記ダイシングフィルム上に形成されたダ
イボンディングフィルム２とを含むダイシング・ダイボンディングフィルムを用いてダイ
シングを行う方法であって、
　前記ダイボンディングフィルム上にウエハーを付着する第１工程と、
　前記ダイボンディングフィルムが完全に切断されない深さまでウエハーダイシングを行
う第２工程と、
　前記ダイシング・ダイボンディングフィルムをエキスパンドし、前記ダイボンディング
フィルムを完全に分離させる第３工程と、を含むことを特徴とするダイシング方法に関す
るものである。
【００３７】
　前記本発明で提示された方法により半導体パッケージのダイシング工程が行われる場合
に、ダイシングフィルム及びダイボンディングフィルムの物性を幅広く調節でき、ダイシ
ング工程時にバリの発生が抑制されながらも、付着性、ピックアップ性及びギャップ充填
性などの作業性及び信頼性に優れたダイシング・ダイボンディングフィルムを提供するこ
とができる。仮にダイ汚染及びバリの発生を考慮せずに、作業性及び信頼性のためだけに
フィルム物性調節が行われたとき、より優れたフィルム特性を具現することができる。し
かし、フィルムのバリ発生を減少させるためには、弾性率が一定水準以上に保持されなけ
ればならなく、このような制限によりダイボンディング工程などで付着性及びギャップ充
填性が劣るようになる。即ち、フィルムの弾性率を調節するために、無機フィラーの含量
を増加させることが一般的であるが、これによってウエハーとの付着性が低下され、ダイ
シング時にチップ飛散及びピックアップ不良が発生する。また、高い無機フィラーの含量
と弾性率によってギャップ充填性が劣る場合、ＰＣＢ及びリードフレームとのような半導
体用基板（ｓｕｂｓｔｒａｔｅ）とダイボンディングフィルムと間に孔隙が発生する恐れ
が高く、これにより、半導体パッケージの信頼性に問題が生じうる。
【００３８】
　しかし、本発明で提案されたダイシング方法の場合、フィルムの弾性率のような物性に
大きな制限がなく、ダイボンディング後のギャップ充填性を極大化することができる。一
般的なパッケージ工程では、ダイボンディング及びモルディング工程を通してダイボンデ
ィングフィルムと基板とのギャップ充填性が１００％になるが、本発明の方法の場合、ダ
イボンディング後に基板とのギャップ充填性が１００％になるようにフィルム物性の調節
が可能である。特に制限されないが、本発明のダイシング方法には前述した本発明のダイ
シング・ダイボンディングフィルムが用いられることが好ましい。
【００３９】
　以下、添付された図面を参照して本発明のダイシング方法の各工程をさらに具体的に説
明する。
【００４０】
　本発明の第１工程は、図２に示されるように、ダイボンディングフィルム２上にダイシ
ングされるウエハー３を付着する工程である。この時、ウエハー３を付着する方法は特に
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制限されなく、この分野で通常的に使われる方法により付着することができる。
【００４１】
　本発明の第２工程は、ウエハー３が付着されたフィルムをダイシングし、半導体チップ
を製造する工程である。本発明は添付された図３に示されるように、ダイシング深さをダ
イボンディングフィルム２が完全に切断されない深さまで制御することを特徴とする。　
図４は、本発明の方法によってダイシングを行った後、ダイシングブレード４を除去した
状態を示す図であり、図５は図４でウエハー３及びダイボンディングフィルム２部分を拡
大した断面図である。具体的に、前記第２工程でのダイシングの深さはダイボンディング
フィルムの厚さに応じて決定され、ダイボンディングフィルムの厚さが厚くなるほどカッ
トが多く行われなければならない。特に限定されないが、前記第２工程のウエハーダイシ
ングは、ダイボンディングフィルムの厚さの５０～９９％まで行われるのが好ましく、７
５～９５％まで行われるのがさらに好ましい。前記ダイシング深さがダイボンディングフ
ィルム厚さの５０％未満であると、エキスパンド工程でフィルムが完全に分離されない恐
れがあり、９９％を超えると、工程マージンによりダイシングフィルムの一部がカットさ
れ、バリが発生する恐れがある。
【００４２】
　本発明の第３工程は、ダイシング・ダイボンディングフィルムをエキスパンドし、第２
工程で一部がカットされたダイボンディングフィルムを完全に分離する工程である。エキ
スパンド工程は通常、後続されるピックアップ工程が円滑に進むように、切削されたダイ
の間隔を広げる工程である。この工程で切削されたウエハーが付着されたダイシング・ダ
イボンディングフィルムはあらゆる方向（３６０度）に延伸される。
【００４３】
　本発明のダイシング方法のエキスパンド工程では、従来に比べて、エキスパンド性が落
ちる。即ち、従来方法ではダイシングフィルムの基材フィルムの一部まで切断された状態
でエキスパンドが行われ、エキスパンドが容易であったが、本発明では従来に比べて全体
フィルムでのカット部分が少なく相対的にエキスパンド性が落ちる。これにより、エキス
パンド工程が円滑に進むためには、フィルムの引張り特性を調節するか、又はフィルムの
引張り特性に応じてエキスパンド条件を適宜に制御する必要がある。本発明では第３工程
のエキスパンド工程のエキスパンドの強さ及びエキスパンドの比率をダイシングフィルム
の基材フィルムの引張り特性（引張り曲線）に応じて調節することを特徴とする。前記ダ
イシングフィルムの基材フィルムの引張り特性の具体的な試験条件は前述同様である（引
張り速度：３００ｍｍ／分）。引張り特性を示す引張り曲線を図示する時にＹ軸は試片に
加えられる応力（ｓｔｒｅｓｓ）を表し、Ｘ軸には応力により試片が変形する割合（引張
り変形率）（ｓｔｒａｉｎ、％）を表す。以下、本発明の明細書で使用する用語「エキス
パンドの強さ」とはエキスパンド時にダイシング・ダイボンディングフィルムに加えられ
る応力を意味し、これは引張り曲線のＹ軸に対応する。また、本発明で使用する用語「エ
キスパンドの比率」とはエキスパンド時にダイシング・ダイボンディングフィルムが伸び
る変形率を意味し、これは引張り曲線のＸ軸に対応する。
【００４４】
　本発明の第３工程では、エキスパンド工程時のエキスパンドの強さをダイシングフィル
ムの基材フィルムの降伏強さ（Ｙｉｅｌｄ　ｓｔｒｅｎｇｔｈ）の６０～９０％水準に調
節することが好ましい。前記エキスパンドの強さが６０％未満であると、フィルムが全体
的に弛む恐れあり、９０％を超えると、フィルムが破れる恐れがある。
【００４５】
　本発明の第３工程では、ダイシング・ダイボンディングフィルムのエキスパンドの比率
をダイシングフィルムの基材フィルムの降伏伸び（Ｙｉｅｌｄ　ｅｌｏｎｇａｔｉｏｎ）
以上に調節することが好ましい。本発明で使われる用語「降伏伸び」とはダイシングフィ
ルムの基材フィルムの引張り曲線の降伏点での引張り変形率を意味する。また、前記ダイ
シング・ダイボンディングフィルムのエキスパンドの比率は、ダイシングフィルムの基材
フィルムの引張り曲線で引張強度の数値が降伏点以降、再増加する地点の引張り変形率よ
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り小さいことが好ましい。前記割合がダイシングフィルムの基材フィルムの降伏点未満で
あると、エキスパンド時にフィルムが復原性を有するようになり、これにより、全体フィ
ルムに収縮による力が作用し、ピックアップ時にチップが飛散するか、又は不良が発生す
る恐れがある。また、エキスパンドの比率が引張り曲線で引張強度の数値が再増加する地
点以上であると、エキスパンド装備に二次的な荷重がかかるようになり、ウエハーの揺れ
が発生し、チップ飛散などの不良が誘発される恐れがある。
【００４６】
　このように、本発明の方法では、ダイボンディングフィルムの厚さ及び／又はダイシン
グフィルムの基材フィルムの引張り特性によって各工程の具体的な条件を決定する。従っ
て、本発明の方法は用いられる素材の種類とは関係なく、適用され得るという長所を有す
る。例えば、ダイシングフィルムの基材フィルムとしてポリオレフィンフィルムを用いる
場合、本発明の具体的実施態様の一例は下記の通りである。
【００４７】
　即ち、本発明は、ポリオレフィンフィルムと前記ポリオレフィンフィルム上に形成され
た粘着層を含むダイシングフィルムと、前記ダイシングフィルム上に形成されたダイボン
ディングフィルムとを含むダイシング・ダイボンディングフィルムを用いてダイシングを
行う方法であって、
（１）前記ダイボンディングフィルム上にウエハーを付着する工程と、
（２）前記ダイボンディングフィルムが完全に切断されない深さまでウエハーダイシング
を行う工程と、
（３）前記ダイシング・ダイボンディングフィルムをエキスパンドし、ダイボンディング
フィルムを完全に分離させる工程と、を含むことを特徴とするダイシング方法に関するも
のである。
【００４８】
　前記ポリオレフィンフィルムは、ダイシングフィルムの基材フィルムとして最も頻繁に
使われる素材であり、このようなポリオレフィンフィルムの引張り曲線は図７と同様であ
る。図中、ＭＤ（Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ）は製造時のコーティング
方向を意味し、ＴＤ（Ｔｒａｎｓｖｅｒｓｅ　Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ）は前記ＭＤの垂直方
向を意味する。図７に示されるように、前記ポリオレフィンフィルムは３００ｍｍ／分の
引張り速度で降伏強さが約１，０００～１，５００ｇｆであり、引張強度は約２，８００
～３，３００ｇｆであり、延伸率は約１，０００％の水準である。
【００４９】
　このようなダイシングフィルムを用いて本発明の方法を行う時の各工程の具体的な条件
は下記の通りである。
【００５０】
　即ち、前記工程（１）及び（２）ではウエハーを準備し、ダイボンディングフィルムが
完全に切断されない深さ、好ましくは前記ダイボンディングフィルム厚さの５０～９９％
、より好ましくは７５～９５％の水準でダイシングを行う。前記工程に続いて、エキスパ
ンド工程を行うようになるが、この時、エキスパンド強さはダイシングフィルムの基材フ
ィルム（ポリオレフィンフィルム）の降伏強さの６０～９０％の水準である６００～１３
５０ｇｆが好ましい。また、この時、ポリオレフィンフィルムの変形率を降伏伸び（約８
～１２％、図７参照）以上、降伏点以降、引張強度が再び増加する地点の引張り変形率（
約２５～３０％、図７参照）以下に制御することが好ましい。
【００５１】
　また、本発明は、
（１）前述したダイシング方法で分離された半導体チップをピックアップする工程と、
（２）ピックアップ半導体チップを半導体用基板にボンディングする工程と、
（３）半導体チップと半導体用基板を電気的接続手段で連結する工程と
（４）製造されたパッケージを封止材でモルディングする工程と、を含む半導体パッケー
ジ方法に関するものである。
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【００５２】
　前記半導体パッケージ方法の具体的な条件は特に制限されなく、この分野で一般的に行
うピックアップ工程、ダイボンディング工程、ワイヤーボンディング工程及びモルディン
グ工程の条件を制限なく採用することができる。
【００５３】
　以上で説明した本発明のダイシング・ダイボンディングフィルム及びダイシング方法は
、半導体パッケージ工程で優れた作業性及び信頼性を提供し、各種の半導体装置の製造に
效果的に適用され得る。前記半導体装置の例としては携帯電話、又はモバイル端末機に搭
載されるフラッシュメモリー又は半導体メモリーが挙げられる。最近、前記半導体装置は
高集積化及び高機能化が求められており、半導体用基板に複数のチップを積層するＭＣＰ
（Ｍｕｌｔｉ　Ｃｈｉｐ　Ｐａｃｋａｇｅ）方式で製造される。本発明のフィルム及び方
法の場合、このようなＭＣＰ方式の場合でも優れた作業性及び信頼性を表すことができる
。
【００５４】
　以下、本発明に係る実施例及び比較例を通して本発明をより詳細に説明するが、本発明
の範囲が下記提示された実施例によって制限されるものではない。
【００５５】
［実施例１］
　芳香族系エポキシ樹脂（ノボラック型エポキシ樹脂、軟化点：８０℃）６６重量部、フ
ェノール樹脂（フェノールノボラック樹脂、軟化点：９０℃）６０重量部、エポキシ基含
有アクリル共重合体（ＳＡ－５５、Ｔｇ：５℃、重量平均分子量：５００，０００、株式
会社ＬＧ化学製）２００重量部、硬化促進剤（２－フェニル－４－メチルイミダゾール（
２Ｐ４ＭＺ））０．３重量部及びシリカ（溶融シリカ、平均粒径：７５ｎｍ）１５重量部
で構成される組成物に、メチルエチルケトンを撹拌混合し、ワニスを製造した。
【００５６】
　製造されたワニスを厚さ３８μｍの基材フィルム（離型ポリエステルフィルム、ＲＳ－
２１Ｇ、ＳＫＣ製）に塗布し、１１０℃で３分間乾燥し、塗膜厚さが２０μｍのフィルム
を製造した。製造されたフィルムを製造時のコーティング方向を長手方向とし、５０ｍｍ
×１０ｍｍ（長さ×幅）の大きさで裁断して試片を製造した後、前記試片を長手方向に２
５ｍｍだけが残るように両端をテーピングした。次いで、テーピング部分を握って室温（
２５℃）で１２．８ｍｍ／分の速度で引張りながら、引張り弾性率を測定した。このよう
にして測定されたフィルムの室温での引張り弾性率は４５０ＭＰａであった。前記の通り
に製造されたダイボンディングフィルムに、基材フィルムの厚さが１００μｍであり、粘
着層の厚さが１０μｍのダイシングフィルムを接着した後、裁断し、ダイシング・ダイボ
ンディングフィルムを製造した。
【００５７】
［実施例２］
　アクリル樹脂１００重量部を用いたことを除いては、実施例１と同様にして、ダイシン
グ・ダイボンディングフィルムを製作した。この時、ダイボンディングフィルムの引張り
弾性率は９００ＭＰａであった。
【００５８】
［実施例３］
　アクリル樹脂４００重量部を用いたことを除いては、実施例１と同様にして、ダイシン
グ・ダイボンディングフィルムを製作した。この時、ダイボンディングフィルムの引張り
弾性率は２００ＭＰａであった。
【００５９】
［比較例１］
　アクリル樹脂３０重量部を用いたことを除いては、実施例１と同様にして、ダイシング
・ダイボンディングフィルムを製作した。この時、ダイボンディングフィルムの引張り弾
性率は３０００ＭＰａであった。
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【００６０】
［比較例２］
　アクリル樹脂６００重量部を用いたことを除いては、実施例１と同様にして、ダイシン
グ・ダイボンディングフィルムを製作した。この時、ダイボンディングフィルムの引張り
弾性率は１０ＭＰａであった。
【００６１】
［比較例３］
　実施例１で製造されたダイシング・ダイボンディングフィルムのダイシング工程のダイ
シング深さを調節し、比較例３として設定した。
【００６２】
　前記で製造された実施例１～３及び比較例１及び２のダイシング・ダイボンディングフ
ィルムの作業時のバリ発生率、ピックアップ性及びダイ汚染率を下記提示された方法で測
定した。
【００６３】
１．バリ発生率、ピックアップ性及びダイ汚染率測定試験
［実施例１～３及び比較例１及び２の場合］
　実施例及び比較例で製造されたダイシング・ダイボンディングフィルムを用いてダイシ
ングを実施した。この時、ダイサイズは５ｍｍ×５ｍｍであった。ダイシングの深さを１
７μｍにした後、バリの発生を観察し、次いで、フィルムを７ｍｍにエキスパンドし、ピ
ックアップ性を確認した。
【００６４】
　前記試験を１００回繰り返してダイシングした後、１００個のダイの中からバリが発生
したダイに対してバリ発生率を計算した。ピックアップ性の場合は１００個の中から１個
でも失敗した場合不良として区分した。また、エキスパンド工程を通した分離後、ダイボ
ンディングフィルム切断時にフィルム粉発生によるダイ汚染発生率も前記バリ発生率と同
様にして計算した。
【００６５】
［比較例３の場合］
　実施例１で製造されたダイシング・ダイボンディングフィルムをダイシング工程に適用
する時、ダイボンディングフィルム及びダイシングフィルムの粘着層の全体及びダイシン
グフィルムの基材フィルムの一部（３０μｍ）までダイシングを行って、バリの発生を観
察し、次いで、７ｍｍにエキスパンドし、ピックアップ性を確認した。ダイシング時のダ
イサイズは５ｍｍ×５ｍｍであった。
【００６６】
前記から提示された方法で測定された結果を下記表１に整理した。
【００６７】
【表１】

【００６８】
　前記表１に示されるように、本発明に係るダイシング・ダイボンディングフィルムを本
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汚染が完全に抑制された。これに対して、ダイシング・ダイボンディングフィルムの弾性
率が本発明の範囲を逸脱するか、又は本発明の方法を適用していない比較例１～３の場合
には、本発明の方法を適用した場合にも、満足できる結果を得ることはできなかった。
【００６９】
　具体的に、ダイボンディングフィルムの弾性率が過度に大きい比較例１の場合、ダイシ
ング時に発生されたバリにより、ダイが酷く汚染された。また、ダイボンディングフィル
ムの弾性率が小さい比較例２の場合には、バリの発生又はダイの汚染はなかったが、ピッ
クアップ性及びダイボンディング工程でのギャップ充填性が顕著に低下された。また、実
施例１のダイシング・ダイボンディングフィルムを従来のダイシング方法に適用した比較
例３の場合、ピックアップ性、付着性及びギャップ充填性などは見事に保持されたが、ダ
イシング過程で多量のバリが発生されたことを確認することができた。
【符号の説明】
【００７０】
　　１　ダイシングフィルム
　　１－１　基材フィルム
　　１－２　粘着層
　　２　ダイボンディングフィルム
　　３　ウエハー
　　４　ダイシングブレード
　　Ａ　ダイシングフィルムのダイシング深さ
　　Ｂ　ダイシング後の残深さ
　　Ｃ　ダイシング幅

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【手続補正書】
【提出日】平成25年3月1日(2013.3.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材フィルムと前記基材フィルム上に形成された粘着層を含むダイシングフィルム；及
び前記ダイシングフィルム上に形成されたダイボンディングフィルムを含むダイシング・
ダイボンディングフィルムを用いてダイシングを行う方法であって、
　前記ダイボンディングフィルム上にウエハーを付着する第１工程；
　前記ダイボンディングフィルムが完全に切断されない深さまでダイシングを行う第２工
程；及び
　前記ダイシング・ダイボンディングフィルムをエキスパンドし、前記ダイボンディング
フィルムを完全に分離させる第３工程を含み、
　前記第３工程のエキスパンドの比率を、前記ダイシングフィルムの基材フィルムの降伏
伸び以上に制御し、前記ダイシングフィルムの基材フィルムの引張り曲線で降伏点以降、
引張強度が再び増加し始める地点の引張り変形率以下に調節することを特徴とするダイシ
ング方法。
【請求項２】
　前記ダイシングフィルムの延伸率が１００～２，０００％であり、前記ダイボンディン
グフィルムの２５℃での引張り弾性率が１０～２，０００ＭＰａであることを特徴とする
請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　前記第２工程でのダイシングを、前記ダイボンディングフィルムの厚さの５０～９９％
の水準まで行うことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２工程でのダイシングを、前記ダイボンディングフィルムの厚さの７５～９５％
の水準まで行うことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第３工程のエキスパンドの強さを、前記ダイシングフィルムの基材フィルムの降伏
強さの６０～９０％に調節することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　ポリオレフィンフィルムと前記ポリオレフィンフィルム上に形成された粘着層を含むダ
イシングフィルム；及び前記ダイシングフィルム上に形成されたダイボンディングフィル
ムとを含むダイシング・ダイボンディングフィルムを用いてダイシングを行う方法であっ
て、
　前記ダイボンディングフィルム上にウエハーを付着する第１工程；
　前記ダイボンディングフィルムが完全に切断されない深さまでウエハーダイシングを行
う第２工程；及び
　前記ダイシング・ダイボンディングフィルムをエキスパンドし、ダイボンディングフィ
ルムを完全に分離させる第３工程を含み、
　前記第３工程のエキスパンドの比率を、前記ポリオレフィンフィルムの降伏伸び以上に
制御し、前記ポリオレフィンフィルムの引張り曲線で降伏点以降、引張強度が再び増加し
始める地点の引張り変形率以下に調節することを特徴とするダイシング方法。
【請求項７】
　前記ダイシングフィルムの延伸率が１００～２，０００％であり、前記ダイボンディン
グフィルムの２５℃での引張り弾性率が１０～２，０００ＭＰａであることを特徴とする
請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記第３工程のエキスパンドの強さが、６００～１，３５０ｇｆであることを特徴とす
る請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記第３工程のエキスパンドの比率が、８～３０％であることを特徴とする請求項６に
記載の方法。
【請求項１０】
　（１）請求項１又は請求項６に記載のダイシング方法を行って製作された半導体チップ
をピックアップする工程；
　（２）前記ピックアップ半導体チップを半導体用基板にボンディングする工程；
　（３）前記半導体チップと半導体用基板を電気的接続手段で連結する工程；及び
　（４）製造されたパッケージを封止材でモルディングする工程と、を含む半導体パッケ
ージ方法。
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